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Ausbildung der Raumladungszone ﬂ(".
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Raumladungszone \“(IT
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Vereinfachte Darstellung der Raumladungszone
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Diffusionspotentiale
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pn-Ubergang mit duBerer Spannung ﬂ(".

Durchlassrichtung Thermisches Gleichgewicht Sperrrichtung
(forward bias) (reverse bias)
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Breite und Kapazitat der Verarmungszone
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Potentialverteilung pn-Ubergang A\‘(IT
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pn-Ubergang in Durchlassrichtung
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pn-Ubergang in Sperrrichtung
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Ideale Strom-Spannung-Kennlinie \\‘(IT
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Reale Strom-Spannung-Kennlinie A\‘(IT
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Diffusionsleitwert und Diffusionskapazitat ﬂ(".
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Kritische Feldstarke
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Durchbruchspannu
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pin-Dioden
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Durchbruchspannung von pin-Dioden

WiSe 2021/22

AT

Karlsruhe Institute of Technology

10*
S )
- s 0 %
- RN . Einseitig abrupter p " n
oy n - N p-n-Ubergang
> 100hm N
p— g
= 50
N 10° B
20 =
g - 20
= B
= L 10
o,
w2 -
< 5
Q
2 107
= E 2
Q —
e -
= L]
- -
10 | lIIIllll | llllllll | IIlllIlI | |
10" 10" 10" 10" 10"

Dotierstoffkonzentration N (cm_3)

BdE: pn-Ubergang und abgeleitete Bauelemente

Institut fur Mikro- und Nanoelektronische Systeme

1S




19

Ladungstragerverteilung pin-Dioden im HL-Bereich
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Bipolartransistoren in Epitaxial-Planar-Technik
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Dotierung und Bandstruktur eines BJT
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Verbesserung Basistransportfaktor
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Einfluss Dotierprofil auf Stromverstarkung
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Variation der Stromverstarkung S(IT
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Betriebsmodi eines npn-Transistors S(IT
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Ladungstragerverteilung in der Basis
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Ausgangskennlinien in Basisschaltung
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Ebers-Moll-Modell
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Intrinsischer Bipolartransistor
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Wechselstromverhalten eines Bipolartransistors \\‘(IT
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Arten von Feldeffekttransistoren
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Funktionsweise von Feldeffekttransistoren
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Funktionsprinzip eines JFET
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Wichtig: Im Folgenden soll Source auf Masse liegen; alle anderen Spannungen sind auf Source bezogen.
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Quantitative Beschreibung JFET
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Verarmungszone und Bandstruktur JFET S‘(IT
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Kennlinienfeld
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Lang- und Kurzkanalverhalten
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